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Detektor quasiszczytowy malych sygnaléw
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Przedmiotemm wymnalazku jest detektor quasi-
szezytowy matych sygnatéw, przeznaczony do sto-
sowania w technice pomiarowej, a awlaszcza do
toré6w pomiarowych miernikéw 2zakibcenr radio-
elektrycznych., ‘

Znany stan technikl, Znany jest uklad quasi-
szczytowego detektora utworzonego z diody, po-
taczonej szeregowo przez rezystor ladowania =z
réwnoleglym ukladem utworzonym =z rezystora
rozladowania i kondensatora. Detektor taki pracu-
je poprawnie w zakresie dynamiki sygnalu wej-
§ciowego rzedu 40 db przy najmniejszym sygnale
wejSciowym rzedu 1V, Praca przy mniejszym
sygnale jest uniemozliwiona mnieliniowoséciag ocha-
rakterystyki diody w poczatkowym zakresie, to
jest przy napieciach ponizej 1V.

Znany jest detektor utworzony z operacyjnego
wzmacniacza, ktérego wejécie odwracajace faze jest
polaczone przez jeden rezystor z wejsciowym za-
ciskiem detektora, za§ wyjscie wzmacniacza jest
potaczone przez diode z wezlem stanowigcym wyj-
§cie detektora, przy czym wezet ten jest polgczo-
ny z odwracajacym faze wejsciem operacyjnego
wzmacniacza przez réwmnolegly uklad wytworzony
z drugiego rezystora i drugiej diody. Tak utwo-
rzony detektor spetnia funkcje detektora obwiedni
lub detektora wartosci Sredniej, nie moze byé je-
' dnak stosowany jako detektor quasiszczytowy
gdyz nie pracuje ze stalymi czasowymi od 1 msek.
do kilkuset msek. czego wymaga sie od detektoréw
quasiszczytowych.
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Istota wynalazku. Detektor wediug wiynalazku
zawierajacy znany uklad detekcji matych sygna-
16w stanowigcy czlon detekqji, ma czton detekcji
polaczony przez dolnoprzepustowwy filtr z czionem
ksztattowania stalych czasowych, zbudowanym na
‘wzmacniaczu -operacyjnym.

Objasnienie rysunku. Wynalazek jest objasniony
w przykladzie wykonania, przedstawionym na ry-
synku, ktéry pokazuje schemat elektryczny detek-
tora quasiszczytowego.

Przykiad realizacji wynalazku. Detektor we-
dlug wynalazku jest utworzony z czionu 1 detek-
c¢ji znanego jako uklad detekcji matych sygnaléw,
polaczonego przez dolnoprzepustowy filtr 2 z czlo-
nem 3 ksztaltowania stalych czasowych. Czion 1
detekcji jest utwiorzony z operacyjnego wzmac- -
niacza 4, ktérego odwracajqce faze wejscie jest
polaczone przez rezystor 5 z wejsciem 6 detektora
i jednoczeénie przez réwnolegly ukiad utworzony
z diody 7 i drugiego rezystora 8 z wezlem 9, kt6-
ry jest polaczony przez druga diode 10 z wyjsciem
wzmacniacza 4 i z wejéciem dolnoprzepustowego
filtru 2, Wyjscie filtru 2 jest polaczone przez trze-
ci rezystor 11 z wej$ciem odwracajacym faze dru-
giego operacyjnego wamacniacza 12, przy czym
wejscie to jest polaczone przez réwnolegly ukiad
utworzony z czwartego rezystora 13 i trzeciej dio-
dy 14 z drugim wezltem 15, ktéry przez czwarta
diode 16 jest polaczony z wyjsciem drugiego ope-
racyjnego wzmacniacza 12 i przez piaty rezystor
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17 z wyjéciem 18 detektora, przy czym wyjscie to
jest polgczone z masg ukladu przez kondensator 19.

Ukitad wedlug wynalazku spelnia funkcje detek-
tora quasiszczytowego dla sygnalé6w o wartosci po-
jedynczych miliwoltéw z dynamikg rzedu 60 dB,
czego nie zapewniaja znane uklady detektoréw
quasiszezytowych. .

Zastrzezenia patentowe

1. Detektor quasiszczytowy malych sygnailéw za-
wierajgcy detektor malych sygnaléw stanowigcy
czlon detekcji, znamienny tym, e czion(l) detek-
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cji jest polaczony poprzez dolnoprzepustowy filtr
(2) z czlonem (3) ksztaltowania stalych czasowych.

2. Detektor wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze
czton (3) ksztalttowania statych czasowych jest u-
tworzony z_trzeciego rezystora (11) polgczonego z
odwracajacym faze wejsciem drugiego operacyj-
nego wzmacniacza (12), przy czym wejscie to jest
polagczone przez réwnolegly wuklad utworzony z

czwartego rezystora (13) i trzeciej diody (14) z dru
gim weztem (15), ktéry jest przez czwarty diode
(16) polaczony z wyjsciem drugiego operacyjnego
wzmacniacza (12) i przez pigty rezystor (17) z kon-
densatorem (19) polaczonym 2z drugiej strony z
masg ukiadu.
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GWP Druk. Zam. 1635 — 78 — 125

Cena 45 11
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